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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CE! est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de fa CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la lis
dessous:

o «Site web» de la CEl*

e Catalogue des publlcatlons de la CEI
Publié annuellement et égulie
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI

Terminologie, s
et littéraux

se reportera
technique Inte

60027: Symboles littéraux a
utiliser en e/ecfro echniqie, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables™suft le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and

bjects under consideration and
unertaken by the technical

ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Dispositifs discrets -
Partie 8: Transistors a effet de champ -
Section 3: Spécification particuliére cadre pour les transistors

agpe s

a effet de champ, a température de boitier spécifiée, pour
applications en commutation

AVANT-PROPOS

1)

composée de 'ensemble des comités électrotechnique tés\nattenaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale/pour_toute questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet gffet,(la )CEI, eg activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & . aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité p ernationales, gouvernementales et

non gouvernementales, en liaisof aveo la ici égalgwient aux travaux. La CEl collabore
étroitement avec I'Organisation Internatio i SO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels dé¢ yEken i grne les questions techniques, préparés par les
comités d'études ou se 6% gs'\nafionaux s'intéressant & ces questions, expriment
dans la plus grande r ard international sur les sujets examinés.

4) Dans le d's or Nunifisati internationale, les Comités nationaux de la CE! s'engagent
a appliq : gute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl
dans leurs™“ng ignales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme

Le texte desetté norme est issu des documents suivants:

DiIs Rapport de vote

47(BC)1350 47(BC)1360

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de la spécification dans le systéeme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Discrete devices -

Part 8: Field-effect transistors -

Section 3: Blank detail specification for
case-rated field-effect transistors for
switching applications

FOREWORD

non-governmental organizations liaising \with \the\IEC 3 arti this preparation. The IEC

collaborates closely with the InternationalN\QOrganjzati e 3 ization (1SO) in accordance with
conditions determined by agreement between-th 3 {

2) The formal decisions or agreements of the|(lEC s, prepared by technical committees on
which all the National Commi gin are represented, express, as nearly as
possible, an international

3) They have the form of se published in the form of standards, technical
reports or guides and they\ar

4) In order to promote\ i icati gtional Committees undertake to apply IEC International
Standards transpare imym extent/possible in their national and regional standards. Any
divergence between 2
indicated in the lagten

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting

47(C0O)1350 47(C0O)1360

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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La CEl 747 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Dispositifs a
semiconducteurs — Dispositifs discrets.

-~ Premiére partie: 1983, Généralités
- Deuxiéme partie: 1983, Diodes de redressement

- Troisiéme partie: 1985, Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes régulatrices

- Quatrieme partie: 1991, Diodes et transistors hyperfréquences
- Cinquiéme partie: 1992, Dispositifs optoélectroniques

— Sixieéme partie : 1983, Thyristors

- Septiéme partie: 1988, Transistors bipolaires

— Huitiéme partie: 1984, Transistors a effet de champ

les circuits intégrés
— Onzieme partie: 1985, Spécification inte

— Deuxiéme partie: 1991, Sp
optoélectroniques

Deuxiéme partie: Diodes de redressement

Rispbsitifs & semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés -
itieme partie: Transistors & effet de champ - Section 1. Spécification
particuliére cadre pour les transistors a effet de champ a grille unique,
jusqua 5 Wet 1 GHz

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs discrets et circuits intégrés ~
Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les
circuits intégrés

N '747-11: 1985, Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs .discrets et. circuits intégrés -
. .Onzieme:partie: Spécification intermédiaire pour.les dispositifs discrets
Amendement 1 (1991)

CEl749: 1984, Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques
Amendement 1 (1991)
Amendement 2 (1993)
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IEC 747 consists of the following parts, under the general title: Semiconductor devices —
Discrete devices.

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

Part 5:

Part 6:

Part 7:

Part 8:

Part 10:

Part 11:

Part 12:

1983, General

1983, Rectifier diodes

1985, Signal (including switching) and regulator diodes
1991, Microwave diodes and transistors

1992, Optoelectrohic devices

1983, Thyristors

1988, Bipolar transistors
1984, Field-effect transistors

1991, Generic specification for discrete device

or devices - Discrete devices and integrated circuits -
eld-effect transistors - Section 1: Blank detail specification for

Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits

Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits -
Part 11: Sectional specification for discrete devices
“Amendment 1 (1991)

IEC 749: 1984, - Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

Amendment 1 (1991)
Amendment 2 (1993)
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Dispositifs discrets -

Partie 8: Transistors a effet de champ -

Section 3: Spécification particuliére cadre pour les transistors
a effet de champ, a température de boitier spécifiée, pour
applications en commutation

INTRODUCTION

Le systeme CEl d'assurance de la qualité des composan fonctionne
conformément aux statuts de la CEl et sous son autorité. k e est de
définir les procédures d’assurance de la qualité de telle fag amposants élec-

troniques livrés par un pays participant comme étant\confo s aux_exigences d'une
g es autkes pays participants

partie: Spécification i

Renselgne;e ¢

747-11/QC 7501001985 is] 1 iconducteurs — Dispositifs discrets — Onzieme

[2] Numéro IECQ de la spécification particuliére.
[3] Numéros de référence et d'édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre
information requise par le systéme national.

Identification du composant

[51 Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut
avoir plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification particuliére.
Les caractéristiques, les limites et les exigences de contrdle relatives & ces appli-
cations doivent étre respectées.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -

Discrete devices -

Part 8: Field-effect transistors -

Section 3: Blank detail specification for
case-rated field-effect transistors for
switching applications

INTRODUCTION

747-10/QC 700000 (1991): Semicond
specification for discrete devices and

747-11/QC 750100 (1
specification for discrete

Required informa; ‘

[1] The name
specificatio

[2] The IECQ number of the detail specification.

[3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further infor-
mation, if required by the national system.

Identification of the component

[8] Type of component. .

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and inspection
requirements for these applications shall be met.
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Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques ou contenant des maté-
riaux instables, par exemple de I'oxyde de béryllium, les précautions nécessaires a
observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.

{7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux documents correspondants pour les
encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la
comparaison des types de composants entre eux.

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur de spéci-

fication; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s'a ignifiq qu'une valeur

est & introduire dans la spécification particuliére.]
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If a device is electrostatic sensitive, or contains hazardous materials, for example
beryllium oxide, a caution statement shall be added in the detail specification.

[7] Outline drawing and/or reference to the relevant document for outlines.
[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between
component types.

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the specification

writer and shall not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “x" denotes that g ya all & erted in
the detail specification.)
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[Nom (adresse) de I'ONH responsable [1} | IN° de la spécification particuliére [2]
(et éventuellement de I'organisme auprés duquel la | 1IECQ, plus N° d'édition et/ou date.}
spécification peut étre obtenue).]

"COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE - [3] | [Numéro national de la spécification particulidre.] [4]
CONTROLEE CONFORMEMENT A: [Cette case n'a pas besoin d'étre utilisée si le numéro
Spécification générique: national est identique au numéro IECQ.]

CEIl 747-10/QC 700000

Spécification intermédiaire:
CEl 747-11/QC 750100

[et références nationales si elles sont différentes.]

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: TRANSISTORS A EFFET DE TEMPERATURE
DE BOITIER SPECIFIEE POUR APPLICATIONS EN COMMUTATIO

[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]
Renseignements a donner dans les commandes: voir article 7 tt nor

(€]

champ & température de
pour applications en commutation.

Description mécanique 71

Références d’encombrement:
CEl 191-2 ... [obligatoire si
nationales [s'il n'existe pas de dessi

Sajorction de grille ou Schottky
B: a grille isolée a épuisement
: a grille isolée & enrichissement
riau semiconducteur: [Si)
}Dlarité: canal [N ou P]

Encapsulation: [Boitier avec ou sans cavité.]

Dessin d'encombrement
[peut étre transféré, ou donné avec
a l'article 10 de cette ng

[dessin indiquant 'emp
y compris

[Attention: Manipuler avec précautions les dispo-
sitifs sensibles aux charges électrostatiques, si
applicable.]

Catégories d’assurance de la qualité (s8]

[A choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécification
générique.]

Données de référence (9]
[ainsi que toute donnée de référence courte et im-
portante comme: T, amb’ Tcase' voltage.]

Se reporter 2a la liste des produits homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants
conformes & cette spécification particuliére sont homologués.
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